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14. 

Denumirea invenţiei, 
în limba română 

CERCETAREA PARAMETRILOR HETEROSTRUCTURILOR CU GROPI Ş IPUNCTE CUANTICE 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

STUDY OF PARAMETERS FOR HETEROSTRUCTURES WITH QUANTUM WELLS AND DOTS 

Autor / autori N. Sirbu,  A. Dorogan, V. Dorogan (+) 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

În curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Heterostructuri cu diverse compoziții sunt utilizate pentru elaborarea dispozitivelor 
optoelectronice. Laserii de injecţie pe baza straturilor cu gropi şi puncte cuantice 
demonstrează o stabilitate termică înaltă,  o valoare mică a densităţii curentului de 
prag Jth şi un regim de generare continuu la temperatura camerei. Cu ajutorul metodei 
spectroscopiei optice de rezoluţie înaltă au fost cercetate spectrele de reflexie, 
transparenţă şi luminescenţă ale hetertostructurilor In0.3Ga0.7As  cu gropi şi puncte 
cuantice, în domeniul 1200 – 1800nm. Au fost determinaţi parametrii de bază, care 

contribuie la determinarea domeniul de utilizare a dispozitivelor: b – constanta 

dielectrică de fond, 0 – valoarea rezonanţei oscilatorului, LT – puterea oscilatorului, 
Г– factorul de stingere, indicele de refracţie, calitatea heterostructurii. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Heterostructures with diverse compositions are used for elaborating optoelectronic 
devices. Injection lasers based on nanostructures with quantum wells and dots prove 
high temperature stability, a low value of threshold current density Jth and continuous 
emission operating regime at room temperature. Reflection, transmittance, and 
luminescence spectra of In0.3Ga0.7As heterostructures with quantum wells and dots 
had been studied using the method of high resolution optical spectroscopy, in the 

wavelength range 1200 – 1800nm. Basic parameters, such as b – background 

dielectric constant, 0– oscillator resonance value, LT – oscillator force, Г– damping 
factor, refractive index, and quality of the heterostructure, had been determined with 
high accuracy. These parameters determine the device usage domain. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

15. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROIECTOR LED 41500 LM 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

LED PROJECTOR 41500 LM 

Autor / autori V. Secrieru, N. Rusu, S. Zaporojan, E. Munteanu, D. Gorgan, A. Dorogan 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

În curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Dispozitivul este elaborat în baza ledurilor supraluminiscente marca Seoul 
Semiconductor în corp 5730 cu o putere 0,5W care au eficienta luminoasă ~ 217Lm/W 
şi CRI > 80Ra. Puterea de consum 220W este divizată în şase segmente egale a câte 
36W ± 5% ceea ce sporeşte mult fiabilitatea sursei de alimentare elaborate şi utilizate. 
Ca rezultat dispozitivul poate înlocui un proiector metal-halogen cu o putere de 
consum  ~ 1000÷1100W. Este prevăzută montarea lentilelor individuale pentru fiecare 
led cu unghiul de ieşire a luminii 30º, 60º, 90º sau stradale 90ºx150º ceea ce permite 
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utilizarea proiectorului elaborat pentru iluminarea nocturnă a stadioanelor sau 
suprafeţelor mari 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The device is based on the Seoul Semiconductor LED in the 5730 body with a power of 
0.5W that have a light efficiency ~ 217Lm/W and CRI > 80Ra. The 220W power 
consumption is divided into six equal segments of 36W ± 5%, which greatly enhances 
the reliability of the power supply developed and used by us. As a result, the device 
can replace a metal-halogen projector with a power consumption of ~ 1000 ÷ 1100W. 
Individual lenses are provided for each led with 30º, 60º, 90º light output angle or 
street 90ºx150º, which allows the use of the designed projector for night lighting of 
large areas or stadiums. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

16. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

DISPOZITIV DE COMANDĂ ŞI CONTROL A TEMPERATURII ÎN INSTALAŢII DE 

STRATIFICARE 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

DEVICE FOR COMMAND AND CONTROLLING OF TEMPERATURE IN STRATIFICATION 
INSTALLATIONS 

Autor / autori S. Tincovan, E. Munteanu, V. Secrieru, S. Zaporojan, D. Gorgan, A. Dorogan 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

În curs de brevetare 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Dispozitivul conţine un traductor de temperatură şi un bloc de comandă cu încălzitorul. 
Funcţionarea dispozitivului se bazează pe măsurarea temperaturii compusului care 
înlocuieşte solul şi comanda cu încălzitorul de tensiune joasă. Astfel, este exclusă 
supraîncălzirea zonei altoirii pomilor şi este asigurată o dinamică prestabilită a 
temperaturii de tratament. Este confecţionat în baza unui microcontroler din familia 
ATmega şi traductor de temperatură digital DS18B20, conţine un panou de comandă 
asamblat prin metoda Q-touch. Urmăreşte ruptura sau scurtcircuitul în circuitul 
încălzitorului, generează semnale sonore şi luminoase de alarmă. Este posibil de 
utilizat în regim de funcţionare autonom sau în componenţa unei reţele locale. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The device is consisted of a temperature sensor as well as a block for controlling the 
heater. The device operation is based on temperature measurement of substitute soil 
and control of low voltage heater. Thus, the overheat of trees grafting region is 
excluded and the maintenance dynamics of the treatment temperature is provided. 
The device is manufactured based on ATmega microcontroller and a DS18B20 digital 
sensor. It is equipped also with a keyboard with Q-touch technology. It tracks the 
break and shortcuts for the heater circuit with light and sound alert signal output. It 
offers the possibility of autonomous operation or as a part of a local network. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 
 
 


